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Proteglio Contra. di/dt (snubber)




0 efeito indutor

@*Osc1lq¢oes de corrente @PA reatdncia capacitiva
indesejaveis na rede podem causar Comportumento tipico de um
danos a carga e ao tiristor capaci tor

.. ) ~ Reage a variagdo de tensdo
O A reatancia Indutiva mudando seu comportamento
. ComBortamento tipico de um indutor “resistivo” da forma:
ina) 1
* Reage a variagdo de corrente mudando seu XG:zanC
comportamento “resistivo” da forma:
X, = 2nfL " Neste caso, ocorre o inverso,
isto é a “resisténcia” estaraq
» Essas variagdes geralmente stio causadas se aproximando de zero criando
pela insergdo indevida de harmdnicas ha uma passagem alternativa.

rede elétrica por fontes chaveadas e + Not C it .
dispositivos chaveadores tais como soft ote que o Lapacitor e
starters e inversores de frequéncia colocado em PARALELO com o SCR

» Ruidos tem frequéncia elevada e curta
duragao. Durante esse perlodo a
reatancia indutiva estara elevada
proporcionalmente a frequéncia
limitando sua passagem.




Mas porque o resistor R em série
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Desligamento do Tiristor
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Tipos de Tiristores

= SCR - Silicon Controller Rectifier

= GTO - Gate Turn-Off thyristor

= |IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistor
= TRIAC - Triode AC switch

= RCT - Reverse Conducting Thyristor

= SITH - Static Induction THyristor

= LASCR - Light Activated SCR

= FET-CTH - FET Controlled Thyristor

= MCT - Mos-Controlled Thyristor




Isolamento de Circuitos de Disparo
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Transistor de Unijungao (UJT)
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Descriciio do UIT
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Transistor de Unijungdio Programavel (PUT)
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ConsideragBes
= Ha, pelo menos, 9 tipos de tiristores

= Apenas os GT0s, IGBTs, SITHs e os MCTs sdo desligaveis pelo gatilho

z Devido as suas caracteristicas reais os tiristores necessitam ser
protegidos contra di/dt e dv/dt.
Necessitam de shubber

= E necessdrio isolar o circuitos de disparo do circuito de poténcia

= Normalmente se espera que um Unhico impulso nha gate dispare o Tiristor,
0 que hido é verdade. Sdo hecessdrios uma sequencia de impulsos.

= Por que entdio ndo devemos enviar um pulso mais prolongado no gate (de
maior duragdo) ?

= Porque um impulso mais largo pode danificar o Gate.

- Sempre isolar o circuito de controle do circuito de poténcia.
zUse acoplador déptico ou transformador de pulso (TP).

= Chamamos uma sequéncia de impulsos consecutivas de "trem de pulsos"







